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=== (54) Title: ARRANGEMENT FOR VOLTAGE SUPPLY TO A VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY 

iH (54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG EINES FLUCHTIGEN HALBLEITERSPEICHERS 

" (57) Abstract: The invention relates to an 

arrangement for voltage supply to a volatile 
semiconductor memory (1), with a memory array 
(2), whereby a standby voltage (V_ STBY) is 
applied to the semiconductor memory (1), by means 
of a second connector (7) on the semiconductor 
memory (1). According to the invention, in 
order to use the fewest components and keep 
the voltage supply arrangement as simple as 
possible, a stabilising circuit (10), pertaining to 
the semiconductor memory (1), for stabilising the 
standby voltage (V_ STBY), is provided, which 
is of low resistance in the case of elevated input 
voltage (V_STBY) and of high resistance, in the 
case of an inadequate input voltage (V_STBY) to 
supply the semiconductor memory (1,1a). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft 
eine Anordnung zur Spannungsversorgung eines 
fluchtigen Halbleiterspeichers (1) mit einem 
Speicherarray (2), wobei an dem Halbleiterspeicher 
(1) eine Standbyspannung (V_STBY), die an einem 
zweiten Anschluss (7) des Halbleiterspeichers 
(1) anliegt. Um die Anordnung zur Spannungs- 
versorgung moglichst einfach und mit moglichst 
wenigen Bauelementen zu realisieren, wird 
vorgeschlagen, dass in dem Halbleiterspeicher (1) 
eine Stabilisierungsschaltung (10) zur Stabilisierung 
der Standbyspannung (V_STBY) vorgesehen ist, 
die bei erhohter Eingangsspannung (V_STBY) niederohmiger und bei zu geringer Eingangsspannung (V_STBY) zur Versorgung 
des Halbleiterspeichers (1, la) hochohmiger ist. 
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Anordnung zur Spannungsversorgung eines fluchtigen 
Halbleiterspeichers 

Stand der Technik 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur 
Spannungsversorgung eines fluchtigen Halbleiterspeichers 
mit einem Speicherarray, wobei eine Eingangsspannung an 
einem zweiten Anschluss des Halbleiterspeichers anliegt, 
gemaft dem Oberbegriff des unabhangigen Anspruchs. 

Halbleiterspeicher gliedern sich in die beiden Gruppen 
fluchtige und nicht fluchtige Speicher. Fluchtige Speicher 
(Kurzzeitspeicher) sind beliebig haufig auslesbar und 
beschreibbar und werden daher z.B. als Random Access 
Memories (RAM) bezeichnet. Ihr Inf ormationsinhalt geht beim 
Abschalten der Versorgungsspannung verloren. Nicht 
fluchtige Speicher (Langzeitspeicher ) halten ihren 
Inf ormationsinhalt auch nach Abschalten der 
Versorgungsspannung und werden auch als Festwertspeicher 
bezeichnet . 

Ein fliichtiger Halbleiterspeicher ist bspw. Teil eines 
Mikrorechners . In dem Speicherarray des Halbleiterspeichers 
wird ein von dem Mikrorechner abarbeitbares Programm 
gespeichert. Wenn der Mikrorechner Teil eines Steuergerats 
fur ein Kraf tf ahr zeug , bspw. Teil eines Motorsteuergerats, 
ist, muss der Inf ormationsinhalt des Speicherarrays auch 
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nach dem Abstellen des Kraf tf ahr zeugs dauerhaft gespeichert 
werden. Dazu wird eine Versorgungsspannung fur den 
Halbleiterspeicher vorgesehen, die permanent, also 
insbesondere auch bei abgeschaltetem Kraf tf ahrzeug, an dem 
Halbleiterspeicher anliegt. 

Die Dauerspannungsversorgung zur permanenten Speicherung 
des Inf ormationsinhalts des Speicherarrays wird 
insbesondere aus der Fahrzeugbatterie gebildet und fiihrt 
aufgrund der Ruhestromauf nahme zu einer langsamen Entladung 
der Fahrzeugbatterie. Aufterdem unterscheidet sich die 
Stromaufnahme des Halbleiterspeichers in der 

dauerversorgten Ruhephase urn mehrere Zehnerpotenzen von der 
Stromaufnahme im Normalbetrieb, in dem Schreib-/ 
Lesezugriffe ausgefiihrt werden. Deshalb wird ublicherweise 
eine aufwendige Anordnung zur Spannungsversorgung des 
Halbleiterspeichers vorgesehen, die aus zwei 

Schaltungsteilen mit unterschiedlicher Treiberf ahigkeit fur 
den Ruhebetrieb und den Normalbetrieb besteht. Bei Bedarf 
wird zwischen den beiden Schaltungsteilen umgeschaltet . Der 
Schaltungsteil mit der hohen Treiberf ahigkeit fur den 
Normalbetrieb muss im Stillstand des Kraf tf ahr zeugs 
abgeschaltet werden, damit die Ruhestromauf nahme moglichst 
gering ist, da es sonst zu einer raschen Leerung der 
Fahrzeugbatterie kommt. Der Schaltungsteil mit der kleinen 
Treiberf ahigkeit fur die Ruhephase besitzt aufgrund seiner 
Komplexitat bei aus dem Stand der Technik bekannten 
Realisierungen aber dennoch eine Ruhestromauf nahme von z.B. 
mehreren 100 Mikroampere. 

Der Schaltungsteil mit der kleinen Treiberf ahigkeit muss 
die Eingangsspannung bzw. Standbyspannung des 
Halbleiterspeichers stabilisieren, damit es aufgrund von 
Schwankungen, insbesondere aufgrund eines Absinkens, der 
Versorgungsspannung des Speicherarrays nicht zu einem 
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Riicksetzen (Reset) des Halbleiterspeichers und infolge 
dessen zu einem vollstandigen Verlust der in dem 
Speicherarray abgelegten Inf ormationen kommt. Des weiteren 
sollte der Schaltungsteil mit der kleinen Treiberf ahigkeit 
5 das Speicherarray vor Uberspannungsimpulsen schiitzen, um 

eine Beschadigung des Speicherarrays und einen damit 
verbunden Inf ormationsverlust zu vermeiden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
10 Anordnung zur Spannungsversorgung eines Halbleiterspeichers 

moglichst einfach und mit moglichst wenigen Bauelementen zu 
realisieren, damit die Ruhestromauf nahme der Anordnung 
moglichst gering ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung ausgehend 
von der Anordnung zur Spannungsversorgung der eingangs 
genannten Art vor, dass in dem Halbleiterspeicher eine 
Stabilisierungsschaltung zur Stabilisierung der 
Eingangsspannung bzw. Standbyspannung vorgesehen ist, die 
bei erhohter Eingangsspannung (V_STBY) niederohmiger und 
bei zu geringer Eingangsspannung (V_STBY) zur Versorgung 
des Halbleiterspeichers (1, la) hochohmiger ist. 

Insbesondere ist dies erf indungsgemafi durch eine 
25 Parallelschaltung einer Diode und eines Transistors 

erzielbar, wobei die Diode mit ihrer Anode an der Eingangs- 
bzw. Standbyspannung und mit ihrer Kathode an einem 
Bezugspotential angeschlossen ist, das an einem dritten 
Anschluss des Halbleiterspeichers anliegt, und wobei der 
30 Transistor mit seiner Schaltstrecke , also dem Kanal Drain- 

Source bei einem Feldef f ekttransistor (FET) oder der 
Emitter-Kollektor-Strecke bei einem Bipolartransistor 
zwischen der Standbyspannung und dem Bezugspotential 
angeschlossen ist und die Basis des Transistors, also das 
35 Gate bei einem Feldef f ekttransistor (FET) oder die Basis 



15 



20 
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bei einem Bipolartransistor an der Eingangs- bzw. 
Standbyspannung anliegt. Im Weiteren werden die Begriffe 
Eingangsspannung und Standbyspannung gleichermassen 
verwendet . 

Vorteile der Erfindung 

Die erf indungsgemafte Anordnung weist eine besonders einfach 
aufgebaute Stabilisierungsschaltung auf. 

Sie besteht in einem bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel 
lediglich aus einer Diode und einem Transistor, die in 
geeigneter Weise miteinander verschaltet sind, um eine 
optimale Stabilisierung der Standbyspannung zu erzielen. 
die Stabilisierungsschaltung der erf indungsgemaiien 
Anordnung ist in den Halbleiterspeicher integriert. Die 
erf indungsgemaiien Anordnung macht sich die Tatsache zu 
Nutze, dass an die Stabilitat der Standbyspannung nur 
relativ geringe Anf orderungen gestellt werden mlissen, um 
einen Erhalt der Inf ormationen in dem Speicherarray 
sicherzustellen . 

Weitere Mdglichkeiten die Stabilisierungsschaltung zu 
realisieren sind die Verwendung einer Z-Diode, eine 
spannnungsabhangige Leitf ahigkeitssteuerung eines CMOS 
Transistors oder eine temperatur kompensierte , 
spannnungsabhangige Leitf ahigkeitssteuerung . 

Aufgrund des einfachen Aufbaus und der geringen Anzahl von 
Bauelementen der Stabilisierungsschaltung kann der 
Arbeitsstrom zur Stabilisierung der Versorgungsspannung in 
der Ruhephase des Halbleiterspeichers besonders klein 
gewahlt werden, wodurch die Ruhestromauf nahme sehr gering 
gehalten werden kann. Einer Fahr zeugbatterie wird somit in 
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der Ruhephase des Halbleiterspeichers besonders wenig Strom 
entzogen und sie wird geschont. 

Die Diode der Stabilisierungsschaltung ist 
5 vorteilhaf terweise als eine Zener-Diode ausgebildet. Der 

Transistor der Stabilisierungsschaltung ist 
vorteilhafterweise als ein FET, insbesondere MOSFET, 
ausgebildet. Vorzugsweise ist der Transistor als ein n- 
Kanal-Feldef f ekttransistor ausgebildet . 

10 

Gemaft einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der vorliegenden 
Erfindung wird vorgeschlagen, dass der zweite Anschluss des 
Halbleiterspeichers uber einen Widerstand mit einer 
Versorgungsspannungsquelle verbunden ist. Die 

15 Versorgungsspannungsquelle ist bspw. als eine Autobatterie 

ausgebildet. Uber den Widerstand fallt ein Teil der 
Versorgungsspannung ab und es liegt die Standbyspannung an 
dem zweiten Anschluss des Halbleiterspeichers an. Bei der 
erf indungsgemaften Anordnung kann der Widerstand besonders 

20 hochohmig gewahlt werden, da ein sehr kleiner Arbeitsstrom 

zur Stabilisierung der Standbyspannung mitt els der 
Stabilisierungsschaltung geniigt. 

Zur Glattung der Standbyspannung und zur Oberbruckung 
25 kurzer Einbruche der Versorgungsspannung ist der zweite 

Anschluss des Halbleiterspeichers vorteilhafterweise uber 
einen Kondensator mit dem Bezugspotential verbunden. 

SchlieJJlich wird gemaft einer weiteren bevorzugten 
30 Ausfiihrungsf orm der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, 

dass in dem Halbleiterspeicher eine Schut zschaltung 
bestehend aus einer Reihenschaltung von mehreren 
Klammerelementen vorgesehen ist, die zwischen der 
Standbyspannung und dem Bezugspotential angeordnet ist. Mit 
35 Hilfe dieser Schut zschaltung kann der Speicherarray vor 
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Uberspannungsimpulsen geschiitzt werden. Die Klammerspannung 
der Schutzschaltung kann durch die Wahl einer entsprechen- 
en Anzahl von Klammerelementen eingestellt werden. 

5 Die Klammerelemente sind vorteilhaf terweise als 

Transistoren ausgebildet , die uber den Kanal Drain-Source 
miteinander in Reihe geschaltet sind, wobei das Gate der 
Transistoren jeweils mit dem Drain oder dem Source des 
jeweiligen Transistors verbunden ist. Die Transistoren der 
10 Schutzschaltung sind vorzugsweise als MOSFETs ausgebildet. 

Schlielllich sind die Transistoren der Schutzschaltung als 
n-Kanal-Feldef f ekttransistoren ausgebildet . 

Zeichnung 

15 

Ein bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung wird im Folgenden anhand der in der Zeichnung 
dargestellten Figuren naher erlautert. Es zeigen: 

2 0 Figur 1 eine erf indungsgemafte Anordnung zur 

Spannungsversorgung eines f luchtigen 
Halbleiterspeichers . 

Figur 2 zeigt nochmals das erf indungsgemafie Prinzip 
25 schematisch in einer Anordnung in allgemeinerer 

Form. 

Beschreibung der Ausf uhrungsbeispiele 

30 In Fig. 1 ist ein fluchtiger Halbleiterspeicher in seiner 

Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. Der 
Halbleiterspeicher 1 weist ein Speicherarray 2 auf , in dem 
eine Vielzahl von Speicherzellen matrixartig angeordnet 
sind. Zur Auswahl einer bestimmten Speicherzelle zum 

35 Schreiben von Inf ormationen in die Speicherzelle oder zum 
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Lesen des Inhalts der Speicher zelle wird die Adresse der 
Speicherzelle von einem Spalten- bzw. Zeilendecoder 
dekodiert . 

Der fluchtige Halbleiterspeicher 1 ist Teil eines 
Mikrorechners (nicht dargestellt) . Dieser wiederum ist Teil 
eines Steuergerats fur ein Kraf tf ahrzeug, bspw. Teil eines 
Motorsteuergerats . In dem Speicherarray 2 des 
Halbleiterspeichers 1 ist ein von dem Mikrorechner 
abarbeitbares Steuerprogramm gespeichert. Urn nach dem 
Abstellen des Kraf tf ahr zeugs einen Verlust des 
Steuerprogramms zu verhindern, muss der Inf ormationsinhalt 
des Speicherarrays 2 auch nach dem Abstellen des 
Kraftfahrzeugs dauerhaft gespeichert werden. Dazu wird eine 
Versorgungsspannung fur das Speicherarray 2 vorgesehen, die 
permanent, also insbesondere auch bei abgeschaltetem 
Kraf tf ahrzeug, anliegt. Die Versorgungsspannung liegt an 
einem ersten Anschluss 3 des Speicherarrays 2 an. Ein 
zweiter Anschluss 4 des Speicherarrays 2 ist an ein 
Bezugspotential 5 angeschlossen . 

Die Stromaufnahme des Halbleiterspeichers 1 in der 
dauerversorgten Ruhephase unterscheidet sich urn mehrere 
Zehnerpotenzen von der Stromaufnahme im Normalbetrieb, in 
dem Schreib-/ Lesezugriffe ausgefuhrt werden. Deshalb ist 
eine Anordnung zur Spannungsversorgung des 
Halbleiterspeichers 1 vorgesehen, die aus zwei 
Schaltungsteilen mit unterschiedlicher Treiberf ahigkeit fur 
den Ruhebetrieb und den Normalbetrieb besteht. In dem 
vorliegenden Ausf iihrungsbeispiel entspricht die 
Betriebsspannung V_DD fur den Normalbetrieb der in dem 
Steuergerat intern erzeugten Spannung V_CC. Die 
Standbyspannung V_STBY fur die Ruhephasen liegt an einem 
zweiten Anschluss 7 des Halbleiterspeichers 1 an. Die 
Standbyspannung V_STBY entspricht der Batteriespannung 
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U_batt, die urn eine an einem Widerstand R abfallende 
Spannung reduziert ist. 

Bei Bedarf wird mittels einer Umschaltanordnung 8 zwischen 
den beiden Schaltungsteilen, bzw. zwischen der 
Betriebsspannung V_DD und der Standbyspannung (V_STBY) , 
umgeschaltet. Der Schaltungsteil mit der hohen 
Treiberf ahigkeit fur den Normalbetrieb muss im Stillstand 
des Kraf tf ahrzeugs abgeschaltet werden, damit die 
Ruhestromaufnahme moglichst gering ist, da es sonst zu 
einer raschen Leerung der Fahr zeugbatterie kommt . Die 
Umschaltanordnung 8 weist zwei Transistoren T_l, T_2 auf . 
Der erste Transistor T_l (n-Kanal-Transistor) ist mit 
seinem Kanal Drain-Source DS zwischen der Betriebsspannung 
V_DD und dem ersten Anschluss 3 des Speicherarrays 2 fur 
die Versorgungsspannung und mit seinem Gate G an einem 
vierten Anschluss 9 des Halbleiterspeichers 1 
angeschlossen. An dem vierten Anschluss 9 liegt ein 
Schaltsignal zum Umschalten der Versorgungsspannung an. Als 
Schaltsignal kann eine Steuergerat-interne Spannung 
verwendet werden, so dass beim Abschalten des Steuergerats 
automatisch von der Betriebsspannung V_DD auf die 
Standbyspannung V_STBY umgeschaltet wird. Der zweite 
Transistor T_2 ist mit seinem Kanal Drain-Source DS 
zwischen dem ersten Anschluss 3 des Speicherarrays 2 und 
dem zweiten Anschluss 7 des Halbleiterspeichers 1 und mit 
seinem Gate G an dem ersten Anschluss 6 des 
Halbleiterspeichers 1 angeschlossen . 

In dem Halbleiterspeicher 1 ist eine 
Stabilisierungsschaltung 10 zur Stabilisierung der 
Eingangsspannung bzw. Standbyspannung V_STBY vorgesehen. 
Die Stabilisierungsschaltung 10 umfasst eine 
Parallelschaltung einer Diode 11 und eines Transistors 12. 
Die Diode 11 ist mit ihrer Anode A uber einen Widerstand 15 
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an dem zweiten Anschluss 7 des Halbleiterspeichers 1 und 
mit ihrer Kathode K liber einen dritten Anschluss 13 des 
Halbleiterspeichers 1 an das Bezugspotential angeschlossen . 
Die Diode 11 ist als eine Zener-Diode ausgebildet . Der 
Transistor 12 ist mit seinem Kanal Drain-Source DS zwischen 
dem zweiten Anschluss 7 und dem dritten Anschluss 13 des 
Halbleiterspeichers 1 und mit seinem Gate G liber den 
Widerstand 15 an den zweiten Anschluss 7 des 
Halbleiterspeichers 1 angeschlossen. Der Transistor 12 ist 
als ein n-Kanal MOSFET ausgebildet. 

Zur Glattung der Eingangsspannung bzw. der Standbyspannung 
V STBY und zur Uberbriickung kurzer Einbriiche der 
Batteriespannung U_batt ist der zweite Anschluss 7 des 
Halbleiterspeichers 1 liber einen Kondensator C mit dem 
Bezugspotential 5 verbunden. 

Zum Schutz des Speicherarrays 2 vor Uberspannungsimpulsen 
ist in dem Halbleiterspeicher 1 eine Schut zschaltung 14 
bestehend aus einer Reihenschaltung von zwei Transistoren 
T 3, T 4 vorgesehen. Die Transistoren T_3, T_4 sind uber 
den Kanal Drain-Source DS zwischen dem zweiten Anschluss 7 
und dem dritten Anschluss 13 des Halbleiterspeichers 1 
miteinander in Reihe geschaltet. Das Gate G der 
Transistoren T_3, T_4 ist jeweils mit dem Drain D oder dem 
Source S des jeweiligen Transistors T_3; T_4 verbunden. Die 
Transistoren T_3, T_4 der Schut zschaltung 14 sind als n~ 
Kanal MOSFET s ausgebildet. 

In Figur 2 ist nochmals das erf indungsgemaBe Prinzip 
schematisch in allgemeinerer Form dargestellt. Dabei ist 
mit Ubatt wieder die Versorgungsspannungsquelle , z.B. als 
Batterie bzw. Batteriespannung dargestellt. Diese 
Versorgungsspannung kann dabei fur den erf indungsgemafien 
Gegenstand als unstabilisierte Versorgungsspannung 
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vorliegen, was den Aufwand wiederum reduziert. 

Mit R2 ist in Figur 2 ein Verbraucher, insbesondere ein 
Widerstand, dargestellt. Dieser ist liber eine 
5 Eingangsleitung EL in den Speicherschalt kreis la mit der 

Stabilisierungsschaltung 20 verbunden. Der 
Speicherschaltkreis entspricht dabei in allgemeinerer 
Darstellung dem Halbleiterspeicher 1, welcher ein lediglich 
konkreteres Ausf uhrungsbeispiel des erf indungsgernaflen 
10 Gegenstandes darstellt. 2a stellt in allgemeinerer Form den 

fuchtigen Speicher selbst, insbesondere als RAM (Random 
Access Memory) , dar, welcher in dieser Darstellung 
ebenfalls Schaltungsteile, wie z.B. die Umschaltanordnung 8 
aus Figur 1 zusatzlich zum Speicherarray 2 enthalten kann. 

15 

Die Reduzierung der Eingangsspannung V_STBY an Punkt 7 wird 
dadurch erreicht, dass ein hoherer Strom liber den 
Widerstand R2 gezogen wird. Die Eingangsspannung V_STBY an 
Punkt 7 in Figur 2 wird gemessen. Uberschreitet die 

20 Eingangsspannung V_STBY uber EL einen vorgebbaren oder 

bestimmten Wert, wird die Stabilisierungsschaltung 20 
niederohmiger, wodurch mehr Strom gezogen wird und uber den 
Widerstand R2 eine hohere Spannung abfallt. Dadurch wird 
die Eingangsspannung V_STBY geringer. 

25 Wird die Eingangsspannung V_STBY fur die Versorgung des 

internen fluchtigen Speichers 2a zu gering, dann wird die 
Stabilisierungsschaltung 20 hochohmiger, wodurch die 
Spannung am Eingang (7) V_STBY wieder ansteigt, da weniger 
Spannung liber den Widerstand R2 abfallt. 

30 

Die allgemeine Funktion der Stabilisierungschaltung 20 
ebenso wie der Schaltung 10 in Figur 1 besteht somit darin, 
bei erhohter Eingangsspannung V_STBY niederohmiger und bei 
zu geringer Eingangsspannung V_STBY hochohmiger zu werden. 

35 
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Diese Funktionalitat laJJt sich durch die Schaltung 10 
ebenso erzielen wie beispielsweise durch eine Z-Diode, eine 
spannnungsabhangige Leitf ahigkeit ssteuerung eines CMOS 
Transistors, eine temperaturkompensierte, 
5 spannnungsabhangige Leitf ahigkeitssteuerung , usw. 

Mit verschiedenen Schaltungen kann somit der 
erf indungsgemaiie Gegenstand realisiert werden, weshalb die 
Erfindung in ihrer Ausfuhrung auch nicht auf die oben 
10 genannten bevorzugten Ausf iihrungsbeispiele beschrankt ist. 

Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von 
der dargestellten Losung auch bei anders gearteten 
Ausfuhrungen Gebrauch macht . 
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Ansprliche 

1. Anordnung zur Spannungsversorgung eines fluchtigen 
Halbleiterspeichers (1, la) mit einem Speicherarray 
(2, 2a), wobei an dem Halbleiterspeicher (1, la) eine 
Versorgungsspannung (VJSTBY) an einem zweiten 
Anschluss (7) anliegt, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Halbleiterspeicher (1, la) eine Stabilisierungs- 
schaltung (10, 20) zur Stabilisierung der Eingangs 
spannung (V_STBY) vorgesehen ist, die bei erhohter 
Eingangsspannung (VJSTBY) niederohmiger und bei zu 
geringer Eingangsspannung (V_STBY) zur Versorgung des 
Halbleiterspeichers (1, la) hochohmiger ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Stabilisierungsschaltung als eine 
Parallelschaltung einer Diode (11) und eines 
Transistors (12) ausgebildet ist, wobei die Diode (11) 
mit ihrer Anode (A) an der Eingangsspannung (V_STBY) 
und mit ihrer Kathode (K) an einem Bezugspotential (5) 
angeschlossen ist, das an einem dritten Anschluss (13) 
des Halbleiterspeichers (1) anliegt, und wobei der 
Transistor (12) mit seiner Schaltstrecke (DS) zwischen 
der Eingangsspannung (V_STBY) und dem Bezugspotential 
(5) angeschlossen ist und die Basis (G) des 
Transistors (12) an der Eingangsspannung (V_STBY) 
anliegt . 
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3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Umschaltanordnung (8) zum Umschalten der 
Versorgungssparmung zwischen einer Betriebsspannung 
(V__DD) , die an einem ersten Anschluss (6) des 
Halbleiterspeichers (1, la) anliegt, und der 
Eingangsspannung (V_STBY) , die an dem ersten Anschluss 
(7) des Halbleiterspeichers (1, la) anliegt, 
angeordnet ist . 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Diode (11) als eine Zener-Diode ausgebildet 
ist . 

5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zweite Anschluss (7) des Halbleiterspeichers 
(1, la) liber einen Widerstand (R, R2 ) mit einer 
Versorgungsspannung (Ubatt) verbunden ist. 

6. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zweite Anschluss (7) des Halbleiterspeichers 
(1) uber einen Kondensator (C) mit dem Bezugspotential 
(5) verbunden ist. 

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass in dem Halbleiterspeicher (1) eine 
Schutzschaltung (14) bestehend aus einer 
Reihenschaltung von mehreren Klammerelementen (T_3, 

T 4) vorgesehen ist, die zwischen der Eingangsspannung 
(V_STBY) und dem Bezugspotential (5) angeordnet ist. 

8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Klammerelemente als Transistoren (T_3, T_4) 
ausgebildet sind, die uber die Schaltstrecke (DS) 
miteinander in Reihe geschaltet sind, wobei die Basis 

(G) der Transistoren (T_3, T_4 ) jeweils mit einem 
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Anschluss der Schaltstrecke (D, S) des jeweiligen 
Transistors (T_3; T_4 ) verbunden ist. 

9. Anordnung nach Anspruch 2 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Transistor (12) oder die 
Transistoren (T_3; T_4) der Schut zschaltung als ein 
Feldeffekt- (MOSFET) oder ein Bipolartransistor 
ausgebildet sind. 

10. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3 oder 5 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Transistor (12) oder 
die Transistoren (T_3; T_4 ) der Schut zschaltung als 
ein n-Kanal-Feldef f ekttransistor ausgebildet sind. 

11. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stabilisierungsschaltung eine Z-Diode umfaflt 
oder als eine spannnungsabhangige Leitf ahigkeits- 
steuerung eines Transistors oder eine 
temperaturkompensierte, spannnungsabhangige 

Leitf ahigkeitssteuerung ausgebildet ist. 
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